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[bookmark: OLE_LINK3]Структурные дефекты играют определяющую роль в формировании оптических свойств объемных и низкоразмерных материалов. Для коллоидных квантовых точек (КТ) вопрос приобретает особую актуальность ввиду их нульмерной природы, многослойного дизайна и развитости соответствующих интерфейсов [1]. Определение характеристик локализованных энергетических уровней способствует более глубокому понимаю механизмов возникновения дефектов и разработке стратегий управления оптическими свойствами таких систем. КТ на основе InP представляют собой перспективную альтернативу материалам на основе халькогенидов металлов благодаря биосовместимости и экологической безопасности, привлекательную для оптоэлектронных, фотонных и сенсорных приложений [2, 3].
Характерной особенностью КТ является распределение энергии экситонных состояний в результате разброса по размерам в ансамбле. Настоящая работа посвящена изучению распределения параметров локализованных состояний дефектов посредством анализа послесвечения и термостимулированной люминесценции (ТСЛ) водных дисперсий КТ InP/ZnS и InP/ZnSe/ZnS c различным размером ядра, полупроводниковыми оболочками и стабилизирующим покрытием. Исследуется влияние режимов УФ облучения (диапазон длин волн, продолжительность, время выдержки и др.) на спектральные и кинетические характеристики люминесцентного отклика нанокристаллов в диапазоне 7–340 К.
После облучения при 7 K все образцы КТ характеризуются длительным послесвечением, кинетика затухания которого свидетельствует о наличии распределения времени жизни возбужденных состояний. Последующий линейный нагрев образцов приводит к возникновению ТСЛ сигнала, спектр которого согласуется с послесвечением и дефект-связанной фотолюминесценцией [3]. Показано, что наблюдаемое излучение обусловлено переходами с участием дефектов на основе оборванных связей атомов индия и фосфора в области интерфейса ядро/оболочка [1]. Анализ ТСЛ кривых выполнен с учетом гауссова распределения центров захвата по энергии активации, параметры которого варьируются в зависимости от режимов облучения. Обсуждаются возможные термоактивационные и туннельные механизмы наблюдаемых процессов, а также влияние распределения локализованных состояний на температурно-чувствительные оптические характеристики коллоидных КТ на основе InP.
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